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Growth of VO2 thin films on hBN and their device applications 
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二酸化バナジウム（VO₂）は、室温近傍において金属-絶縁体相転移(metal-insulator transition; MIT)

を熱的に起こし、その結果、電気抵抗率や光の透過率が劇的に変化する物質である。過去の研究

では、VO2薄膜成長に関する様々な実験手法が紹介されており、また VO2のMIT 特性を利用した

スイッチング素子やメモリ、光センサーなどの様々な電子・光デバイスが考案、作製されている

[1]。VO2 はデバイスへの応用可能性が期待されているものの、今後そのデバイス展開をさらに多

様に拡げるためには VO2単体に基づくデバイス設計に留まらず、他の機能性材料と効果的に組み

合わせることによる、機能の複合化が重要であると考えられる。最近我々は、VO2 と新奇機能性

材料として注目されている二次元層状物質とを組み合わせることで、VO2 の新たなデバイス展開

の可能性を探求している[2-4]。本講演では、優れた絶縁性と化学安定性を有する層状物質である

六方晶窒化ホウ素(hBN)上の高品質 VO2 薄膜成長に関する我々の研究を紹介する(Fig. 1a)。また、

hBN の「どこへでも張り付けられる」機能を利用することで可能となる(Fig. 1b)、VO2の新たなデ

バイス展開についても紹介する。 
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Fig. 1. (a) Optical image of a VO2 thin film grown on a thin hBN flake exfoliated 

on a SiO2/Si substrate. (b) Schematic illustration of the transfer process of a VO2 

thin film grown on hBN from an original substrate to the other target substrate. 
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